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Anatatsiya: Ushbu maqola 

  Mayd
parametri sifatida yuqori omli voltmetr bilan darajalangan yopilish kuchlanishi 
olingan. 

: tok, kanal qalinli, konsentratsiya, zatvor, maydoniy tranzistor, 
yopilish kuchlanishi, qisqa tutashuvli fototok, kuchlanishining spektral sezgirligi, 
Darlington sxemasi. 

 

yuqori omli voltmetr bilan darajalangan yopilish kuchlanishi olinadi. Masalan, 

berilgan yopilish kuchlanishida  

 

 

nisbati maydon tranzistorining sezgirligini ifodalaydi. 
sezgirlik 

koeffitsiyentlari quyidagi formulalar yordamida aniqlanadi: 

,    mV/luks;                           (1) 

p-n- p-tip kanalli KP102 turidagi maydon 
tranzistorlari I

-chiqishning ishchi kuchlanishi 

kuchlanishining yuqori (2.8 V da
qarshiligining nis-batan past qiymati, kanaldagi kirishmalarning musbat gradiyenti 
hisobiga legirlovchi kirishmani diffuziyalash bilan olinganligi va kanalning yopilish 
kuchlanishi, epitaksial strukturala
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issiqlik nurlanishlariga nisbatan yuqori sezgirlik berish uchun p-n- don 

omik kontaktlari olingan va ular orasida kanal joylashgan, yuqori qarshilikli ikkinchi 
-n- -gan 

hajmiy zaryad qalinligiga yaqin qilib tanlanadi. 
Kanal qalinligini berilgan kanal tok tashuvchilari konsentratsiyasiga va 

zatvorning +-n- gan hajmiy zaryadi qalinligi bilan taklif qilinayotgan 
-ning optimal qalinligi 

qalinligi bilan taqqoslanadigan kamba-
beradi va kanal tashuvchilari-ning tanlangan konsentratsiyasi uchun maksimal 

 
O -langan. Buning 

uchun -
19sm-3 -

15 -3, q
-torining asosiy parametrlari deb 

qu-yidagilar hisoblanadi: kanal (stok) ning dinamik qarshiligi, yopilish rejimidagi stok 
toki, yopilish kuchlani-shi, teshilish kuchlanishi. Maydon tranzistorining statistik 
xarakteristikalarini tadqiq etish umumiy istok sxemasida amalga oshirildi. Ishchi 
kuchlanish stok va istok orasiga, yopilish kuchlanishi esa istok-

 chiqish stok toki 
erishadi. 1-

 

yopilish kuchlanishining oshishi bilan kanal hajmiy zaryad bilan qoplanib, kanalning 
qoplanmagan qismini kichraytiradi. Yopilish kuchlanganligida stok toki minimal 

 
Maydoniy tranzistorlarining kanali hajmli zaryad sohasi yoritilganda, zatvor-

kanal -kovakli juftlik generatsiyalanib, istok-

aniqlanadi: 

)/(np IIUR                                               (2) 

https://buxdu.uz



  

 113

bu es -zatvor 

hosil -
 (1-rasm). 

 
1-rasm. Maydon tranzistorining kanali hajmli zaryad sohasi 
yoritilish sxemasi. 

Mazkur sxema (1-rasm) asosida ulangan maydon tranzistoriga yorug lik nuri 
ta sir ettirilganda stok-zatvor kuchlanishi bilan kanalning yopilish rejimida tadqiq  

 (2-rasm,       I 

koeffitsiyentning qiymati yarim darajaga kamayadi (2-rasm, II soha). 
-

yoritilganlikning kichik intensivliklarida strukturaning qizishi salmoqli emas, ammo 
keyinroq strukturaning harorati oshib, yopilish kuchlanishining pasayish jarayoni 
sekinlashadi va harora
(2-rasm), bu esa yuqori intensivlikda (600 lk) kuzatiladi. 
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0 200 400 600 800 1000

0,94

0,95

0,96

0,97

0,98

 

ots

 
2-rasm. Stok-zatvor kuchlanishi bilan kanalning yopilish rejimida zatvor-

 
I-0.000048 mV/lk =0.048 mkV/lk, Uots=0.97 V; 
II-0.00001 mV/lk = 0.01 mkV/lk, Uots=0.98 V 

tutashuv kuchlanishining spektral sezgirligining monox

darajaga etadi va keyin 1,2 mkm da minimal darajaga tushishi tajribada aniqlandi 
(3-rasm). 
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a)
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3-  

 
 

ul qiluvchi sifatida diod bilan 

ovoltaik qabul 
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 kanalda 
-rasm). 

0 200 400 600 800 1000

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

 
4-rasm. Salt yurish kuchlanishining yoritilganlik intensivligiga 

 
 

m

 Maydon 
fototranzistorining foto qabul qilish xossalarini tadqiq qilish uchun ulanish rejimida 

signal  9 lk dan 150 lk ga qadar oshirilganda, kuchaytirish koeffitsiyenti kamayadi. 

signaliga sezgirlik oshis  
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